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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月7日(2012.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板にタングステンを堆積させる方法であって、
　タングステン含有前駆体および還元剤による第１の化学気相成長反応によって、前記基
板に第１のタングステン層を堆積させる段階と、
　前記基板が配置されている堆積チャンバの上流に設けられている遠隔プラズマ生成器に
おいて生成されたフッ素原子に暴露することにより堆積させた前記第１のタングステン層
の上部分を除去して、エッチング済みタングステン層を形成して、前記エッチング済みタ
ングステン層を形成した後で、第２の化学気相成長反応によって、前記基板に第２のタン
グステン層を堆積させる段階と
　を備え、
　除去の間、前記堆積チャンバに含まれるイオンの量は大きくない、方法。
【請求項２】
　前記基板は、凹状特徴部分を有するパターニング基板であり、前記第１のタングステン
層および前記第２のタングステン層は、前記凹状特徴部分内に堆積させて、前記凹状特徴
部分をタングステンで完全に、または、部分的に充填する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記堆積させた前記第１のタングステン層の前記上部分を除去する段階は、前記堆積さ
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せた前記第１のタングステン層の上部５％から８０％の厚みをエッチングする段階を有す
る請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記堆積させた前記第１のタングステン層の前記上部分を除去する段階は、前記堆積さ
せたタングステン層の上部少なくとも１０％の厚みをエッチングする段階を有する請求項
１から３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記堆積チャンバの上流に設けられている遠隔プラズマ生成器に、フッ素含有化合物を
導入する段階と、
　前記遠隔プラズマ生成器においてフッ素原子を生成する段階と、
　前記遠隔プラズマ生成器から前記堆積チャンバにフッ素原子を流入させて、前記堆積さ
せた前記第１のタングステン層の前記上部分を除去する段階と
　をさらに備える、請求項１から４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記凹状特徴部分は、少なくとも１０ｎｍの幅を持つ開口を有する請求項２に記載の方
法。
【請求項７】
　前記堆積させた前記第１のタングステン層の上部分を除去する段階は、タングステン粒
子が堆積させられた面に対して垂直に配向されている、前記タングステン粒子の一部分を
選択的に除去する段階を有する請求項１から６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　タングステンで凹状特徴部分を充填する方法であって、前記凹状特徴部分は堆積チャン
バ内に設けられる基板にあり、前記方法は、
　化学気相成長反応によってタングステン層を堆積させて、前記凹状特徴部分を部分的に
充填する段階と、
　堆積させた前記タングステン層の上部分を除去して、エッチング済みタングステン層を
形成する段階と、
　前記上部分を除去した後、化学気相成長反応によってタングステンを堆積させて、前記
凹状特徴部分をさらに充填する段階と
　を備える方法。
【請求項９】
　前記上部分は、前記凹状特徴部分の全体にわたって、均一に除去される請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
　化学気相成長反応によってタングステンを堆積させて、前記凹状特徴部分をさらに充填
する段階は、堆積－除去のサイクルを少なくとも１回さらに実行する段階を有する請求項
８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記凹状特徴部分をさらに充填する段階は、前記凹状特徴部分を完全に充填する段階を
有する請求項８から１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記凹状特徴部分は、幅が１０ｎｍから１μｍである請求項８から１０の何れか１項に
記載の方法。
【請求項１３】
　堆積させた前記タングステン層の上部分を除去する段階は、反応速度が制限されたエッ
チングプロセスを有する請求項８から１２の何れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記上部分を除去する段階は、タングステン含有揮発性生成物を生成および除去する化
学反応を行う段階を有する請求項８から１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記エッチング済み層の平均厚み、及び前記凹状特徴部分を有する開口は、前記凹状特
徴部分内での前記エッチング済み層の平均厚みの１０％以内である請求項８から１４の何
れか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　堆積させた前記タングステン層の上部分を除去して、エッチング済みタングステン層を
形成する段階は、前記凹状特徴部分の側壁をエッチングする段階を有する請求項８から１
５の何れか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記基板は、タングステンで充填された別の特徴部分を有し、前記別の特徴部分からタ
ングステンを除去することなく、前記凹状特徴部分の側壁から選択的にタングステンを除
去する請求項８から１６の何れか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　堆積チャンバにおいて基板に、厚みがＴｄであるタングステン層を堆積させる方法であ
って、
　タングステン含有前駆体および還元剤を前記堆積チャンバに導入する段階と、
　前記タングステン含有前駆体および前記還元剤による化学気相成長反応によって、前記
基板にタングステン層を堆積させる段階と、
　堆積させた前記タングステン層の上部約５％から２５％の厚みをエッチングする段階を
有し、堆積させた前記タングステン層の上部分を除去して、厚みがＴｄであるタングステ
ンバルク層を形成する段階と
　を備える方法。
【請求項１９】
　前記堆積チャンバの上流に設けられている遠隔プラズマ生成器に、フッ素含有化合物を
導入する段階と、
　前記遠隔プラズマ生成器においてフッ素原子を生成する段階と、
　前記遠隔プラズマ生成器から前記堆積チャンバにフッ素原子を流入させて、前記堆積さ
せたタングステン層の前記上部分を除去する段階と
　をさらに備え、
　前記遠隔プラズマ生成器に導入された前記フッ素含有化合物の分圧は、少なくとも０．
７Ｔｏｒｒである
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　厚みがＴｄである前記タングステンバルク層の反射率は、ベアシリコンウェハの反射率
よりも１５％高い請求項１８または１９に記載の方法。
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